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 走査電子顕微鏡は観察・分析・評価装置として現在の科学技術分野で必要不可欠である

が、試料の導電率が低い場合には電子ビーム(EB)照射によって帯電現象が起こり安定した観

察や分析が不可能となる。我々は試料の帯電現象を定量化するために表面電位を測定する

技術として図 1 に示すような静電気力顕微鏡システムを開発し、走査電子顕微鏡試料室内

に設置して EB 照射後の絶縁物試料表面の電位分布を測定している。試料はガラス基板上の

厚さ 70nm の Cr 膜上に形成された 300nm の厚みのレジスト膜(FEP171)である。 

本研究では EB 照射時に試料裏面から正のバイアス電圧を印加することによって、試料表

面に電子を吸着させ電気的に接地したプローブを試料表面に接近させ電位分布を測定して

いる。その表面に一辺 100μm の面領域に EB 電流 70pA 加速電圧 0.3kV 露光時間 60 秒間で

照射した。EB 照射中に試料に+10V～+100V の正バイアスを印加しているので EB 照射中に

試料室内に存在する電子は試料表面に吸着する。EB 照射点から 5mm 以内の表面では吸着

した電子により形成された負電位の値が見られるが、6mm 以遠では表面電位は距離と共に

より大きな正電位を示す傾向が見られる。近年の我々の研究では、EB 照射点から数 mm 以

遠の電位分布は、試料と対物レンズの底との間で多重散乱して作られたフォギング電子が

作るものであると指摘してきた。しかし、そのように仮定すると距離の増加と共により強

い正帯電を示すことが説明できない。我々の他の実験では、ファラデーカップに EB を入れ

てその周辺に落ちてくる電子電流を計測することで、対物レンズ内で収束されずに広範囲

の試料表面に降り注ぐ、フレア電子の存在を確認している。発表時にはシミュレーション

に裏付けられたフレア電子の寄与について定量的な議論を行う予定である。 

 本研究は科研費（25249052)の助成を受けたものである。 

    

      図 1 静電気力顕微鏡法         図 2 実験結果 

 

第78回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2017 福岡国際会議場)5p-S41-10 

© 2017年 応用物理学会 06-010 7.2


